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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、高精細表示が可能で且つ製造
の容易なカラー表示装置及びその製造方法を提供するこ
とである。
【解決手段】基板上に複数の画素を備え、各画素が白色
発光する有機電界発光層とカラーフィルターを備え、波
長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色
副画素より構成されるカラー表示装置であって、前記白
色副画素は波長の異なる光を射出する少なくとも２種の
副副画素に面積分割され、該副副画素がそれぞれ白色発
光する有機電界発光層とカラーフィルターを備えている
ことを特徴とするカラー表示装置。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に複数の画素を備え、各画素が白色発光する有機電界発光層とカラーフィルター
を備え、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色副画素より構成される
カラー表示装置であって、前記白色副画素は波長の異なる光を射出する少なくとも２種の
副副画素に面積分割され、該副副画素がそれぞれ白色発光する有機電界発光層とカラーフ
ィルターを備えていることを特徴とするカラー表示装置。
【請求項２】
　前記少なくとも２種の副画素が青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素を有し、それぞ
れ青色フィルター、緑色フィルター及び赤色フィルターを有し、前記白色副画素が青色副
副画素、緑色副副画素及び赤色副副画素を有し、それぞれ青色フィルター、緑色フィルタ
ー及び赤色フィルターを有することを特徴とする請求項１に記載のカラー表示装置。
【請求項３】
　前記青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素の青色フィルター、緑色フィルター及び赤
色フィルターと前記青色副副画素、緑色副副画素及び赤色副副画素の青色フィルター、緑
色フィルター及び赤色フィルターとが同色毎に同一組成であることを特徴とする請求項２
に記載のカラー表示装置。
【請求項４】
　前記白色副画素の少なくとも２種の副副画素が各々共振器を形成していることを特徴と
する請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のカラー表示装置。
【請求項５】
　前記少なくとも２種の副画素が各々共振器を形成していることを特徴とする請求項１～
請求項４のいずれか１項に記載のカラー表示装置。
【請求項６】
　前記青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記青色副副
画素、緑色副副画素及び赤色副副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記青色副画素と前記
青色副副画素の共振器、緑色副画素と緑色副副画素の共振器、及び赤色副画素と赤色副副
画素の共振器が同色毎に同一構成であることを特徴とする請求項２～請求項５のいずれか
１項に記載のカラー表示装置。
【請求項７】
　基板上に複数の画素を備え、各画素が白色発光する有機電界発光層とカラーフィルター
を備え、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色副画素より構成され、
前記白色副画素は波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副副画素に面積分割され、
該副副画素がそれぞれ白色発光する有機電界発光層とカラーフィルターを備えているカラ
ー表示装置の製造方法であって、前記少なくとも２種の副画素と少なくとも２種の副副画
素のカラーフィルターを同色毎に同一の組成で連続して形成し、且つ、前記少なくとも２
種の副画素と少なくとも２種の副副画素において白色発光する有機電界発光層を同一の組
成で連続して形成することを特徴とするカラー表示装置の製造方法。
【請求項８】
　前記少なくとも２種の副画素が赤色副画素、緑色副画素及び青色副画素を有し、前記白
色副画素が赤色副副画素、緑色副副画素及び青色副副画素を有することを特徴とする請求
項７に記載のカラー表示装置の製造方法。
【請求項９】
　前記赤色副画素、緑色副画素及び青色副画素と、前記赤色副副画素、緑色副副画素及び
青色副副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記赤色副画素と前記赤色副副画素の光路長調
整層、前記緑色副画素と前記緑色副副画素の光路長調整層、及び前記青色副画素と前記青
色副副画素の光路長調整層を同色毎に同一の材料で同一の厚みで形成することを特徴とす
る請求項８に記載のカラー表示装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記光路長調整層が無機絶縁材料であることを特徴とする請求項９に記載のカラー表示
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装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を用いたカラー表示装置及びその製造方法に関する。特にカラー表
示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ブラウン管（ＣＲＴ）に替わって薄型で軽量なフラットパネルディスプレイが広
い分野で用いられ、その用途を延ばしてきている。これは、インターネットを核としたサ
ービス網に対する情報機器およびインフラの発展により、パーソナル・コンピュータなら
びにネットワークアクセス対応型携帯電話などの個人情報端末が加速的に普及したためで
ある。さらに、従来ＣＲＴの独壇場であった家庭用テレビへ、フラットパネルディスプレ
イの市場が拡大してきている。　
【０００３】
　その中で、近年特に注目を浴びているデバイスに、有機電界発光素子（有機ＥＬ素子）
がある。有機ＥＬ素子は、電気信号に応じて発光し、かつ、発光物質として有機化合物を
用いて構成される素子である。有機ＥＬ素子は、生来的に広視野角および高コントラスト
ならびに高速応答などの優れた表示特性を有している。また、薄型軽量かつ高画質な小型
から大型までの表示装置を実現する可能性があることから、ＣＲＴやＬＣＤに代わる素子
として注目されている。　
【０００４】
　有機ＥＬ素子を用いたフルカラー表示装置が種々提案されている。
　例えば、フルカラー表現のための赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の３基本色を得
る手段として３色塗り分け法、白色有機ＥＬにカラーフィルターを組みあわせる方法、及
び色変換法等がある。
【０００５】
　三色塗り分け法においては、発色材料として３色適正な材料を揃えることと円偏光板の
ロスを小さくすることで、高効率化できる可能性がある。しかしながら、その塗り分け技
術が困難であることから、高精細なディスプレイの実現は難しく、大画面化は困難とされ
ている。
【０００６】
　白色有機ＥＬ素子にカラーフィルタを組みあわせて３色を得る方法では、白色発光材料
自体の発光効率が低いこと、さらにカラーフィルターにより約１／３に輝度が低下するこ
とが問題として挙げられる。
　また、有機ＥＬ素子からの発光を色変換膜を用いて色変換して所望の色を得る方法では
、様々な改良がなされているが、赤色への変換効率が低いこと等が問題として挙げられる
。
【０００７】
　一方、上部電極に半透明の陰極を採用し、光反射膜との間での多重干渉効果によって、
特定の波長の光のみを有機ＥＬ素子の外部に取り出し、高い色再現性を実現することが検
討されている。例えば、光反射材料からなる第１の電極、有機発光層を備えた有機層、光
半透明反射層及び透明材料からなる第２の電極が順次積層され、有機層が共振部となるよ
うに構成された有機ＥＬ素子において、取り出したい光のスペクトルのピーク波長をλと
した場合、以下の式を満たすように構成した有機ＥＬ素子が知られている。
（２Ｌ）／λ＋Φ／（２π）＝ｍ
（Ｌは光学的距離、λは取り出したい光の波長、ｍは整数、Φは位相シフトであり、光学
的距離Ｌが正の最小値となるように構成）
【０００８】
　例えば、１画素を赤色副画素（Ｒ副画素）、緑色副画素（Ｇ副画素）、青色副画素（Ｂ
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副画素）、及び白色副画素（Ｗ副画素）に面積分割し、この４副画素によりカラー表示す
る有機ＥＬ表示装置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１によれば
、Ｒ副画素部はオレンジ色の有機ＥＬ発光層に赤色カラーフィルター（Ｒフィルター）を
重ねて赤光を取りだし、Ｇ副画素部は青色の有機ＥＬ発光層とオレンジ色の有機ＥＬ発光
層を積層し、これに緑色カラーフィルター（Ｇフィルター）を重ねて緑光を取りだし、Ｂ
副画素部は青色の有機ＥＬ発光層に青色カラーフィルター（Ｂフィルター）を重ねて青光
を取りだし、Ｗ副画素部は青色の有機ＥＬ発光層とオレンジ色の有機ＥＬ発光層を積層し
て得られる光をカラーフィルター無しで取りだして白色光を得るとされている。しかしな
がら、該構成は複雑で製造が多工程に亘り歩留まりが低下すること、また、カラーフィル
ターによる輝度低下のため、高輝度が得られない問題がある。
【０００９】
　また、有機ＥＬ発光層を光半透明反射体と光反射層の間に挟持して特定の波長を共振す
る共振器を形成し、更に共振波長より短波の光を吸収して該共振波長の光に変換する色変
換媒体を含む層を備えた表示装置が開示されている（例えば、特許文献２参照）。該構成
によれば、視野角度が光軸よりずれた位置で観察した時の色ズレが改良されるとされてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－２６５８５９号公報
【特許文献２】特表２００７－５３３０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、発光素子を用いたカラー表示装置及びその製造方法を提供するもので
ある。特に、高精細化カラー表示が可能で且つ製造の容易なカラー表示装置及びその製造
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の上記課題は、下記の手段によって解決する事を見出された。
＜１＞　基板上に複数の画素を備え、各画素が白色発光する有機電界発光層とカラーフィ
ルターを備え、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色副画素より構成
されるカラー表示装置であって、前記白色副画素は波長の異なる光を射出する少なくとも
２種の副副画素に面積分割され、該副副画素がそれぞれ白色発光する有機電界発光層とカ
ラーフィルターを備えていることを特徴とするカラー表示装置。
＜２＞　前記少なくとも２種の副画素が青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素を有し、
それぞれ青色フィルター、緑色フィルター及び赤色フィルターを有し、前記白色副画素が
青色副副画素、緑色副副画素及び赤色副副画素を有し、それぞれ青色フィルター、緑色フ
ィルター及び赤色フィルターを有することを特徴とする＜１＞に記載のカラー表示装置。
＜３＞　前記青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素の青色フィルター、緑色フィルター
及び赤色フィルターと前記青色副副画素、緑色副副画素及び赤色副副画素の青色フィルタ
ー、緑色フィルター及び赤色フィルターとが同色毎に同一組成であることを特徴とする＜
２＞に記載のカラー表示装置。
＜４＞　前記白色副画素の少なくとも２種の副副画素が各々共振器を形成していることを
特徴とする＜１＞～＜３＞のいずれかに記載のカラー表示装置。
＜５＞　前記少なくとも２種の副画素が各々共振器を形成していることを特徴とする＜１
＞～＜４＞のいずれかに記載のカラー表示装置。
＜６＞　前記青色副画素、緑色副画素及び赤色副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記青
色副副画素、緑色副副画素及び赤色副副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記青色副画素
と前記青色副副画素の共振器、緑色副画素と緑色副副画素の共振器、及び赤色副画素と赤
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色副副画素の共振器が同色毎に同一構成であることを特徴とする＜２＞～＜５＞のいずれ
かに記載のカラー表示装置。
＜７＞　基板上に複数の画素を備え、各画素が白色発光する有機電界発光層とカラーフィ
ルターを備え、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色副画素より構成
され、前記白色副画素は波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副副画素に面積分割
され、該副副画素がそれぞれ白色発光する有機電界発光層とカラーフィルターを備えてい
るカラー表示装置の製造方法であって、前記少なくとも２種の副画素と少なくとも２種の
副副画素のカラーフィルターを同一の組成で連続して形成し、且つ、前記少なくとも２種
の副画素と少なくとも２種の副副画素において白色発光する有機電界発光層を同一の組成
で連続して形成することを特徴とするカラー表示装置の製造方法。
＜８＞　前記少なくとも２種の副画素が赤色副画素、緑色副画素及び青色副画素を有し、
前記白色副画素が赤色副副画素、緑色副副画素及び青色副副画素を有することを特徴とす
る＜７＞に記載のカラー表示装置の製造方法。
＜９＞　前記赤色副画素、緑色副画素及び青色副画素と、前記赤色副副画素、緑色副副画
素及び青色副副画素がそれぞれ共振器を形成し、前記赤色副画素と前記赤色副副画素の光
路長調整層、前記緑色副画素と前記緑色副副画素の光路長調整層、及び前記青色副画素と
前記青色副副画素の光路長調整層を同色毎に同一の材料で同一の厚みで形成することを特
徴とする＜８＞に記載のカラー表示装置の製造方法。
＜１０＞　前記光路長調整層が無機絶縁材料であることを特徴とする＜９＞に記載のカラ
ー表示装置の製造方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高精細化カラー表示が可能で且つ製造の容易なカラー表示装置及びそ
の製造方法が提供される。特に、Ｗ副画素部におけるＲ，Ｇ，Ｂ副画素のカラーフィルタ
ーで外光反射によるコントラスト低下を防止し、外光がある場所に於いても高コントラス
トで観察できること、更に、Ｗ副画素部が共振器を有する副副画素からの光の混合により
白色を得るので、高輝度の白色光が得られるカラー表示装置が提供される。
　また、本発明による製造方法によれば、白色発光する有機電界発光層を副画素及び副副
画素を含めて全画素共通に形成することができるので、射出色によって有機電界発光層部
を塗り分ける必要がない。また、カラーフィルターについても副画素のＲ，Ｇ，Ｂフィル
ターと副副画素のＲ，Ｇ，Ｂフィルターをそれぞれ共通に設置することができること、あ
るいは共振器構造を設ける場合も、副画素及び副副画素のそれぞれの波長の光路長調整層
についても共通に形成できるので、極めて生産性に優れ、かつ高精細パターンの製造を容
易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】マトリックス型表示装置の画素配列の概念図である。
【図２】１画素の副画素配列を示す概念図である。
【図３】１画素の副画素配列の別の態様を示す概念図である。
【図４】１画素の副画素配列の別の態様を示す概念図である。
【図５】１画素の副画素配列の更に別の態様を示す概念図である。
【図６】本発明による１画素の概略断面図である。
【図７】本発明による１画素の別の態様を示す概略断面図である。
【図８】本発明による１画素の別の態様を示す概略断面図である。
【図９】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図１０】本発明による１画素の製造方法を工程順に示す概略断面図である。
【図１１】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図１２】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順に示す概略断面図である。
【図１３】本発明による１画素の製造方法の更に別の態様の工程順に示す概略断面図であ
る。
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【図１４】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図１５】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図１６】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図１７】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図１８】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図１９】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図２０】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図２１】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図２２】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図２３】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【図２４】本発明による１画素の更に別の態様を示す概略断面図である。
【図２５】本発明による１画素の製造方法の別の態様の工程順を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明について、より詳細に説明する。
１．表示装置
　本発明の表示装置は、基板上に複数の画素を備え、各画素が白色発光する有機電界発光
層とカラーフィルターを備え、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の副画素と白色
副画素より構成されるカラー表示装置であって、前記白色副画素は波長の異なる光を射出
する少なくとも２種の副副画素に面積分割され、該副副画素がそれぞれ白色発光する有機
電界発光層とカラーフィルターを備えている。
　図１に示されるように、本発明の表示装置は基板の上に複数の画素を縦横に配列したマ
トリクス型画面パネルを有する。各画素は、波長の異なる光を射出する少なくとも２種の
副画素と白色副画素より構成される。好ましくは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）
、及び白色（Ｗ）の副画素で、白色副画素は赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、及び青色（Ｂ）の
副副画素より構成される（図２）。
【００１６】
　画素内のＲ，Ｇ，Ｂ，Ｗ副画素、及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素の配列は、図２に示される配
列に限定される訳ではなく、例えば、図３～図５に示されるような種々の配列とすること
ができる。
【００１７】
　本発明の構成を用いた表示装置は、２色カラー、又はフルカラーの表示装置に好適に用
いることが可能である。
【００１８】
　本発明における各画素のＲ，Ｇ，Ｂ副画素、及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素のＲ，Ｇ，Ｂの発
光色は、白色発光する有機電界発光層からの発光にカラーフィルターを組みあわせて得ら
れる。従って、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素、及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素の発光層は、全て共通に一貫
して形成することができる。また、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素のＲ，Ｇ，Ｂフィルター、及びＲ，
Ｇ，Ｂ副副画素のＲ，Ｇ，Ｂフィルターは、同色毎に同一のカラーフィルター材料で構成
することができる。さらに、本発明のＷ副画素部のカラーフィルターは外光反射を防止す
るので、表示される画像のコントラストを低下させることなく、高い黒色濃度を再現する
ことできる。
【００１９】
　次に、本発明の表示装置の構成を図面により具体的に説明する。
　図６は、本発明による１画素の構成を示す断面模式図である。
　透明基板１上に、各副画素の色に対応してカラーフィルター層（ＣＦ層２）を有する。
分割されたＲ，Ｇ，Ｂ副画素部に対応して、Ｒフィルター（ＣＲ１），Ｇフィルター（Ｃ
Ｇ１），Ｂフィルター（ＣＢ１）が設置され、Ｗ副画素にもＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部に対応
して、Ｒフィルター（ＣＲ２），Ｇフィルター（ＣＧ２），Ｂフィルター（ＣＢ２）が設
置される。
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　ＣＦ層２の上に、パターン化された透明電極４、その上に、各副画素とも共通に白色有
機電界発光層５及び光反射電極６を有する。通電により白色有機電界発光層５で発光した
光は、各色のＣＦ層２によって、それぞれ、Ｒ，Ｇ，Ｂ光が透過し、更に基板１を透過し
て外部に射出される。Ｗ副画素においてはＲ，Ｇ，Ｂ副副画素からの３色の光の混合によ
り白色光として観察される。Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止される
ので、明室において表示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品
質の画像が再現される。
【００２０】
　図７は、本発明による別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　透明基板１１上に、各副画素の色に対応してカラーフィルター層（ＣＦ層１２）を有す
る。分割されたＲ，Ｇ，Ｂ副画素部に対応して、Ｒフィルター（ＣＲ１），Ｇフィルター
（ＣＧ１），Ｂフィルター（ＣＢ１）が設置され、Ｗ副画素にもＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部に
対応して、Ｒフィルター（ＣＲ２），Ｇフィルター（ＣＧ２），Ｂフィルター（ＣＢ２）
が配置される。
　ＣＦ層１２上に、各副画素及び各副副画素とも共通に光半透過反射層１３を有する。そ
の上に設置される光路長調整層１７は光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素部及びＲ，Ｇ
，Ｂ副副画素部の各々出射光波長に対応して厚みを変えて配置される。その上に、透明電
極１４が各副画素部に対応してパターン化されて配置される。その上に、各副画素とも共
通に白色有機電界発光層１５及び光反射電極１６を有する。光反射電極１６と光半透過反
射層１３との間の距離は、それぞれＲ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離となるように光路
長調整層１７の厚みが設定される。
【００２１】
　通電により白色有機電界発光層１５で発光した光は、光反射電極１６と光半透過反射層
１３との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射層１３を
透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介し、透明基板１１を透過して外部
に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白色光として観察される。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターは外光反射が防止されるので、明室に
おいて表示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再
現される。更に、Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器
により必要波長の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００２２】
　図８は、本発明による１画素の別の構成を示す断面模式図である。
　基板２１上に、パターン化された光反射電極２４、その上に、各副画素とも共通に白色
有機電界発光層２５及び透明電極２６を有する。別途、透明基板２９上に各副画素及び副
副画素の色に対応して面積分割されたカラーフィルター層（ＣＦ層２３）を配置したフィ
ルターが、該ＣＦ層２３を前記透明電極２６に面して、接着層２８によって貼り合わせる
。得られた表示装置に通電すると、白色有機電界発光層２５で発光した光は、各色のＣＦ
層２３によって、それぞれ、Ｒ，Ｇ，Ｂ光が透過し、更に透明基板２９を透過して外部に
射出される。Ｗ副画素においてはＲ，Ｇ，Ｂ副副画素からの３色の光の混合により白色光
として観察される。該構成はトップエミッション型有機ＥＬ表示装置の例である。該構成
に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、明室におい
て表示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再現さ
れる。
【００２３】
　図９は、本発明による更に別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　基板３１上に、各副画素及び各副副画素に対応してパターン化された光反射電極３４を
有する。その上に、各副画素とも共通に白色有機電界発光層３５及び透明電極３６を有す
る。その上に設置される光路長調整層３７は、光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素部及
びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部の各々出射波長に対応して厚みを変えて配置される。その上に光
半透過反射層３２を各副画素共通に有する。光反射電極３４と光半透過反射層３２との間
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の距離は、それぞれＲ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離となるように光路長調整層３７の
厚みが設定される。
【００２４】
　別途、透明基板３９上に各副画素及び副副画素の色に対応して面積分割されたカラーフ
ィルター層（ＣＦ層３３）を配置したカラーフィルター基板が、該ＣＦ層３３を前記光半
透過反射層３２に面して、接着層３８によって貼り合わされる。
　通電により白色有機電界発光層３５で発光した光は、光反射電極３４と光半透過反射層
３２との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射層３２を
透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介して、透明基板３９を透過して外
部に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白色光として観察される。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、表
示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再現される
。Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器により必要波長
の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００２５】
　図１４は、本発明による更に別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　基板４１上に、各副画素及び各副副画素に対応してパターン化された光反射層４４を有
する。その上に設置される光路長調整層４７は、光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素部
及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部の各々出射波長に対応して厚みを変えて配置される。その上に
、パターン化された透明電極４６、各副画素共通に白色有機電界発光層４５及び光半透過
反射電極４２を有する。光反射層４４と光半透過反射電極４２との間の距離は、それぞれ
Ｒ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離となるように光路長調整層４７の厚みが設定される。
【００２６】
　別途、透明基板４９上に各副画素及び副副画素の色に対応して面積分割されたカラーフ
ィルター層（ＣＦ層４３）を配置したカラーフィルター基板が、該ＣＦ層４３を前記光半
透過反射電極４２に面して、接着層４８によって貼り合わされる。
　通電により白色有機電界発光層４５で発光した光は、光反射層４４と光半透過反射電極
４２との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射電極４２
を透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介して、透明基板４９を透過して
外部に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白色光として観察される
。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、表
示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再現される
。Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器により必要波長
の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００２７】
　図１６は、本発明による更に別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　透明基板５１上に、各副画素の色に対応してカラーフィルター層（ＣＦ層５２）を有す
る。分割されたＲ，Ｇ，Ｂ副画素部に対応して、Ｒフィルター（ＣＲ１），Ｇフィルター
（ＣＧ１），Ｂフィルター（ＣＢ１）が設置され、Ｗ副画素にもＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部に
対応して、Ｒフィルター（ＣＲ２），Ｇフィルター（ＣＧ２），Ｂフィルター（ＣＢ２）
が設置される。
　ＣＦ層５２の上に、光取出し構造層５１０が設置される。光取出し構造層は、同層の両
側にある各構成層の屈折率段差によって生じる全反射を抑えて外部に射出される光量を増
大させるための層である。
　光取出し構造層５１０の上に、パターン化された透明電極５４、その上に、各副画素と
も共通に白色有機電界発光層５５及び光反射電極５６を有する。通電により白色有機電界
発光層５５で発光した光は、透明電極５４及び光取出し構造層５１０を透過した後、各色
のＣＦ層５２によって、それぞれ、Ｒ，Ｇ，Ｂ光が透過し、更に基板５１を透過して外部
に射出される。Ｗ副画素においてはＲ，Ｇ，Ｂ副副画素からの３色の光の混合により白色
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光として観察される。Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、
明室において表示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画
像が再現される。
【００２８】
　図１８は、本発明による別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　透明基板６１上に、各副画素の色に対応してカラーフィルター層（ＣＦ層６２）を有す
る。分割されたＲ，Ｇ，Ｂ副画素部に対応して、Ｒフィルター（ＣＲ１），Ｇフィルター
（ＣＧ１），Ｂフィルター（ＣＢ１）が設置され、Ｗ副画素にもＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部に
対応して、Ｒフィルター（ＣＲ２），Ｇフィルター（ＣＧ２），Ｂフィルター（ＣＢ２）
が配置される。
　ＣＦ層６２の上に、光取出し構造層６１０が設置される。光取出し構造層は、同層の両
側にある各構成層の屈折率段差によって生じる全反射を抑えて外部に射出される光量を増
大させるための層である。
　光取出し構造層６１０の上に、各副画素及び各副副画素とも共通に光半透過反射層６３
を有する。その上に設置される光路長調整層６７は光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素
部及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部の各々出射光波長に対応して厚みを変えて配置される。その
上に、透明電極６４が各副画素部に対応してパターン化されて配置される。その上に、各
副画素とも共通に白色有機電界発光層６５及び光反射電極６６を有する。光反射電極６６
と光半透過反射層６３との間の距離は、それぞれＲ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離とな
るように光路長調整層６７の厚みが設定される。
【００２９】
　通電により白色有機電界発光層６５で発光した光は、光反射電極６６と光半透過反射層
６３との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射層６３及
び光取出し構造層６１０を透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介し、透
明基板６１を透過して外部に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白
色光として観察される。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターは外光反射が防止されるので、明室に
おいて表示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再
現される。更に、Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器
により必要波長の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００３０】
　図２０は、本発明による１画素の別の構成を示す断面模式図である。
　基板７１上に、パターン化された光反射電極７４、その上に、各副画素とも共通に白色
有機電界発光層７５及び透明電極７６を有する。別途、透明基板７９上に各副画素及び副
副画素の色に対応して面積分割されたカラーフィルター層（ＣＦ層７３）、及び光取出し
構造層７１０を配置したフィルターが、該光取出し構造層７１０を前記透明電極７６に面
して、接着層７８によって貼り合わせる。得られた表示装置に通電すると、白色有機電界
発光層７５で発光した光は、各色のＣＦ層７３によって、それぞれ、Ｒ，Ｇ，Ｂ光が透過
し、更に透明基板７９を透過して外部に射出される。Ｗ副画素においてはＲ，Ｇ，Ｂ副副
画素からの３色の光の混合により白色光として観察される。該構成はトップエミッション
型有機ＥＬ表示装置の例である。該構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより
外光反射が防止されるので、明室において表示される画像のコントラストが低下せず、黒
色表示部が明瞭な高品質の画像が再現される。
【００３１】
　図２２は、本発明による更に別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　基板８１上に、各副画素及び各副副画素に対応してパターン化された光反射電極８４を
有する。その上に、各副画素共通に白色有機電界発光層８５及び透明電極８６を有する。
その上に設置される光路長調整層８７は、光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素部及びＲ
，Ｇ，Ｂ副副画素部の各々出射波長に対応して厚みを変えて配置される。その上に、光半
透過反射層８２を各副画素共通に有する。光反射電極８４と光半透過反射層８２との間の
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距離は、それぞれＲ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離となるように光路長調整層８７の厚
みが設定される。
【００３２】
　別途、透明基板８９上に各副画素及び副副画素の色に対応して面積分割されたカラーフ
ィルター層（ＣＦ層８３）、及び光取出し構造層８１０を配置したカラーフィルター基板
が、該光取出し構造層８１０を前記光半透過反射層８２に面して、接着層８８によって貼
り合わされる。
　通電により白色有機電界発光層８５で発光した光は、光反射電極８４と光半透過反射層
８２との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射層８２を
透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介して、透明基板８９を透過して外
部に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白色光として観察される。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、表
示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再現される
。Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器により必要波長
の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００３３】
　図２４は、本発明による更に別の態様の１画素の構成を示す断面模式図である。
　基板９１上に、各副画素及び各副副画素に対応してパターン化された光反射層９４を有
する。その上に設置される光路長調整層９７は、光透過性の材料で、Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素部
及びＲ，Ｇ，Ｂ副副画素部の各々出射波長に対応して厚みを変えて配置される。その上に
、パターン化された透明電極９６、各副画素共通に白色有機電界発光層９５及び光半透過
反射電極９２を有する。光反射層９４と光半透過反射電極９２との間の距離は、それぞれ
Ｒ，Ｇ，Ｂ光が共振する光学的距離となるように光路長調整層９７の厚みが設定される。
【００３４】
　別途、透明基板９９上に各副画素及び副副画素の色に対応して面積分割されたカラーフ
ィルター層（ＣＦ層９３）、及び光取出し構造層９１０を配置したカラーフィルター基板
が、該、及び光取出し構造層９１０を前記光半透過反射電極９２に面して、接着層９８に
よって貼り合わされる。
　通電により白色有機電界発光層９５で発光した光は、光反射層９４と光半透過反射電極
９２との間で反射を繰り返し、それぞれ共振波長のＲ，Ｇ，Ｂ光が光半透過反射電極９２
を透過した後、さらにそれぞれＲ，Ｇ，Ｂフィルターを介して、透明基板９９を透過して
外部に射出される。Ｗ副画素部では、Ｒ，Ｇ，Ｂ光の混合により白色光として観察される
。
　本構成に拠れば、Ｗ副画素部のカラーフィルターにより外光反射が防止されるので、表
示される画像のコントラストが低下せず、黒色表示部が明瞭な高品質の画像が再現される
。Ｒ，Ｇ，Ｂフィルターの不要波長吸収により輝度が低下するが、共振器により必要波長
の強度が増幅されているため、高輝度の光を取り出すことができる。
【００３５】
２．カラーフィルター層
　本発明に用いられるカラーフィルターは、特に限定されるものではない。従来、微細パ
ターンのカラーフィルターは、種々知られていて、その製造方法についても多種知られて
いて、本発明に於いては、これらの従来知られているカラーフィルターの製造方法によっ
て、好ましく設けることができる。
　本発明に用いられるカラーフィルターは、上記の図６，７，１６，１８で例示されるよ
うに発光層を含む表示装置の形成工程で、微細パターンを形成して設置することができる
。あるいは、上記図８，９，１４，２０，２２，２４で例示されるように、微細パターン
のカラーフィルターを予め作製して、これを発光層を含む表示装置の形成工程の途中で貼
り合わせても良い。
【００３６】
３．光路長調整層
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　本発明においては、光路長調整層を内部に導入して、共振器を形成することが好ましい
。
　本発明の光路長調整層に用いられる材料としては、無機材料及び有機材料のいずれも用
いることができる。
　光透過性無機絶縁材料としては、従来知られている種々の金属酸化物、金属窒化物、金
属フッ化物などを用いることができる。
　金属酸化物の具体例としては、ＭｇＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＴｉＯ２等
が挙げられ、金属窒化物の具体例としては、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＮ等が挙げら
れ、金属フッ化物の具体例としては、ＭｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、ＣａＦ２、ＢａＦ２

等が挙げられる。また、これらの混合物であっても良い。
【００３７】
　有機材料としては、被膜形成性ポリマーが好ましく用いられる。被膜形成性ポリマーと
しては、ポリカーボネート、ポリアクリレート、シリコーン樹脂、ポリビニルブチラール
等が挙げられる。
【００３８】
　光路長調整層の厚みは、各副画素が所定の波長の光が効率良く共振し得る光学的距離と
なるように調整される。従って、共振する光学的距離は、光反射膜と光半透過反射膜との
間に挟持される材料の屈折率とその組成、厚みによって決定されるので、光路長調整層に
よって決定される訳ではない。一般に用いられる有機ＥＬ発光層の構成を斟酌すると、Ｒ
副画素部およびＲ副副画素部の光路長調整層の厚みは、物理的厚みで、３０ｎｍ～１００
０ｎｍが好ましく、より好ましくは、１５０ｎｍ～３５０ｎｍ、さらに好ましくは、２０
０ｎｍ～２５０ｎｍである。Ｇ副画素部およびＧ副副画素部の光路長調整層の厚みは、物
理的厚みで、５ｎｍ～８００ｎｍが好ましく、より好ましくは、１００ｎｍ～２５０ｎｍ
、さらに好ましくは、１５０ｎｍ～２００ｎｍである。Ｂ副画素部およびＢ副副画素部の
光路長調整層の厚みは、物理的厚みで、０ｎｍ～６００ｎｍが好ましく、より好ましくは
、５０ｎｍ～２００ｎｍ、さらに好ましくは、１００ｎｍ～１５０ｎｍである。
【００３９】
　光路長調整層の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタ
リング法、反応性スパッタリング法、ＭＢＥ（分子線エピタキシ）法、クラスターイオン
ビーム法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法（高周波励起イオンプレーティング
法）、プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、ガスソースＣＶＤ法、コーテ
ィング法、印刷法、又は転写法を適用できる。
【００４０】
４．有機電界発光素子
　本発明における有機電界発光素子は、発光層の他に、正孔輸送層、電子輸送層、ブロッ
ク層、電子注入層、および正孔注入層などの従来知られている有機化合物層を有しても良
い。
【００４１】
　以下、詳細に説明する。
１）層構成
　＜電極＞
　本発明における有機電界発光素子の一対の電極は、少なくとも一方は透明電極であり、
もう一方は背面電極となる。背面電極は透明であっても、非透明であっても良い。
　＜有機化合物層の構成＞
　前記有機化合物層の層構成としては、特に制限はなく、有機電界発光素子の用途、目的
に応じて適宜選択することができるが、前記透明電極上に又は前記背面電極上に形成され
るのが好ましい。この場合、有機化合物層は、前記透明電極又は前記背面電極上の前面又
は一面に形成される。
　有機化合物層の形状、大きさ、および厚み等については、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができる。
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【００４２】
　具体的な層構成として、下記が挙げられるが本発明はこれらの構成に限定されるもので
はない。
　　　・陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極、
　　　・陽極／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／陰極、
　　　・陽極／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入層／陰極、
　　　・陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／陰極、
　　　・陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／ブロック層／電子輸送層／電子注入層
／陰極。
【００４３】
　以下に各層について詳細に説明する。
２）正孔輸送層
　本発明に用いられる正孔輸送層は正孔輸送材を含む。前記正孔輸送材としては正孔を輸
送する機能、もしくは陰極から注入された電子を障壁する機能のいずれかを有しているも
ので有れば特に制限されることはなく用いることが出来る。本発明に用いられる正孔輸送
材としては、低分子正孔輸送材、および高分子正孔輸送材のいずれも用いることができる
。
　本発明に用いられる正孔輸送材の具体例として、例えば以下の材料を挙げることができ
る。
【００４４】
　カルバゾ－ル誘導体、イミダゾ－ル誘導体、ポリアリ－ルアルカン誘導体、ピラゾリン
誘導体、ピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導体、アリ－ルアミン誘導体、アミノ
置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘
導体、スチルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三アミン化合物、スチリルアミン化
合物、芳香族ジメチリデン系化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、ポリ
（Ｎ－ビニルカルバゾ－ル）誘導体、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマ－、ポリ
チオフェン等の導電性高分子オリゴマ－、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体
、ポリフェニレンビニレン誘導体、及びポリフルオレン誘導体等の高分子化合物等が挙げ
られる。
　これらは、単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００４５】
　正孔輸送層の厚みとしては、１０ｎｍ～４００ｎｍが好ましく、５０ｎｍ～２００ｎｍ
がより好ましい。
【００４６】
３）正孔注入層
　本発明おいては、正孔輸送層と陽極の間に正孔注入層を設けることができる。
　正孔注入層とは、陽極から正孔輸送層に正孔を注入しやすくする層であり、具体的には
前記正孔輸送材の中でイオン化ポテンシャルの小さな材料が好適用いられる。例えばフタ
ロシアニン化合物、ポルフィリン化合物、及びスターバースト型トリアリールアミン化合
物等を挙げることができ、好適に用いることができる。
　正孔注入層の膜厚は、１ｎｍ～３００ｎｍが好ましい。
【００４７】
４）発光層
　本発明に用いられる発光層は、少なくとも一種の発光材料を含み、必要に応じて正孔輸
送材、電子輸送材、ホスト材を含んでもよい。
　本発明に用いられる発光材料としては特に限定されることはなく、蛍光発光材料または
燐光発光材料のいずれも用いることができる。発光効率の点から燐光発光材料が好ましい
。
　また、発光材料は、白色発光であれば１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用し
て白色発光を得てもよい。２種以上を併用する場合、発光材料の発光色の組合せは、特に
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限定されるものではないが、青色発光材料と黄色発光材料の併用、青色発光材料と緑色発
光材料と赤色発光材料の併用などを挙げることができる。
【００４８】
　蛍光発光材料としては、例えばベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体
、ベンゾチアゾール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ポリフェニル誘導体、ジフェニル
ブタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン
誘導体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アルダジン誘導体
、ピラリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、ビススチリルアントラセン誘導体、キ
ナクリドン誘導体、ピロロピリジン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、スチリルアミ
ン誘導体、芳香族ジメチリデン化合物、８－キノリノール誘導体の金属錯体や希土類錯体
に代表される各種金属錯体、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニ
レンビニレン誘導体、及びポリフルオレン誘導体等の高分子化合物等が挙げられる。これ
らは１種または２種以上を混合して用いることができる。
【００４９】
　燐光発光材料としては特に限定されることはないが、オルトメタル化金属錯体、又はポ
ルフィリン金属錯体が好ましい。
【００５０】
　上記オルトメタル化金属錯体とは、例えば山本明夫著「有機金属化学－基礎と応用－」
１５０頁～２３２頁、裳華房社（１９８２年発行）やＨ．Ｙｅｒｓｉｎ著「Ｐｈｏｔｏｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｐｈｉｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｃｏｏｄｉｎａｔｉｏｎ
　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」、７１頁～７７頁、１３５頁～１４６頁、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ－Ｖ
ｅｒｌａｇ社（１９８７年発行）等に記載されている化合物群の総称である。該オルトメ
タル化金属錯体を発光材料として発光層に用いることは、高輝度で発光効率に優れる点で
有利である。
【００５１】
　上記オルトメタル化金属錯体を形成する配位子としては、種々のものがあり、上記文献
にも記載されているが、その中でも好ましい配位子としては、２－フェニルピリジン誘導
体、７，８－ベンゾキノリン誘導体、２－（２－チエニル）ピリジン誘導体、２－（１－
ナフチル）ピリジン誘導体、及び２－フェニルキノリン誘導体等が挙げられる。これらの
誘導体は必要に応じて置換基を有してもよい。また、上記オルトメタル化金属錯体は、上
記配位子のほかに、他の配位子を有していてもよい。
【００５２】
　本発明で用いるオルトメタル化金属錯体は、Ｉｎｏｒｇ　Ｃｈｅｍ．，１９９１年，３
０号，１６８５頁、同１９８８年，２７号，３４６４頁、同１９９４年，３３号，５４５
頁、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ，１９９１年，１８１号，２４５頁、Ｊ．Ｏｒｇａ
ｎｏｍｅｔ．Ｃｈｅｍ．，１９８７年，３３５号，２９３頁、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏ
ｃ．１９８５年，１０７号，１４３１頁等、種々の公知の手法で合成することができる。
　上記オルトメタル化錯体の中でも、三重項励起子から発光する化合物が本発明において
は発光効率向上の観点から好適に使用することができる。
【００５３】
　また、ポルフィリン金属錯体の中ではポルフィリン白金錯体が好ましい。
　燐光発光材料は１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。また、蛍光
発光材料と燐光発光材料を同時に用いてもよい。
【００５４】
　ホスト材とは、その励起状態から、蛍光発光材料または燐光発光材料へエネルギー移動
を起こし、その結果、蛍光発光材料または燐光発光材料を発光させる機能を有する材料の
ことである。
【００５５】
　ホスト材としては、励起子エネルギーを発光材料にエネルギー移動させることのできる
化合物ならば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、具体的にはカルバ
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ゾール誘導体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イ
ミダゾール誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピラゾロン誘導体
、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、スチ
リルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、
シラザン誘導体、芳香族第三アミン化合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリデン
系化合物、ポルフィリン系化合物、アントラキノジメタン誘導体、アントロン誘導体、ジ
フェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレ
ニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレン、ペリレン等の芳香環テ
トラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノール誘導体の金属錯体やメ
タルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベンゾチアゾールを配位子とする金属錯体に
代表される各種金属錯体、ポリシラン系化合物、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾ－ル）誘導体
、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導電性高分子オリゴ
マー、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリフェニレンビニレン誘導体、
及びポリフルオレン誘導体等の高分子化合物等が挙げられる。これらの化合物は、１種単
独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　ホスト材の発光層における含有量としては０質量％～９９．９質量％が好ましく、さら
に好ましくは０質量％～９９．０質量％である。
【００５６】
５）ブロック層
　本発明においては、発光層と電子輸送層との間にブロック層を設けることができる。ブ
ロック層とは発光層で生成した励起子の拡散抑制する層であり、また正孔が陰極側に突き
抜けることを抑制する層である。
【００５７】
　ブロック層に用いられる材料は、電子輸送層より電子を受け取り、発光層にわたす事の
できる材料で有れば特に限定されることはなく、一般的な電子輸送材を用いることができ
る。例えば以下の材料を挙げることができる。トリアゾ－ル誘導体、オキサゾ－ル誘導体
、オキサジアゾ－ル誘導体、フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、アント
ロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、カルボジイミド誘
導体、フルオレニリデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフタレンペリレン
等の複素環テトラカルボン酸無水物、フタロシアニン誘導体、８－キノリノ－ル誘導体の
金属錯体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾ－ルやベンゾチアゾ－ルを配位子とす
る金属錯体に代表される各種金属錯体、アニリン系共重合体、チオフェンオリゴマ－、ポ
リチオフェン等の導電性高分子オリゴマ－、ポリチオフェン誘導体、ポリフェニレン誘導
体、ポリフェニレンビニレン誘導体、及びポリフルオレン誘導体等の高分子化合物を挙げ
ることができる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００５８】
６）電子輸送層
　本発明においては電子輸送材を含む電子輸送層を設けることができる。
　電子輸送材としては電子を輸送する機能、もしくは陽極から注入された正孔を障壁する
機能のいずれかを有しているもので有れば制限されることはなく、前記ブロック層の説明
時に挙げた電子輸送材を好適に用いることができる。
　前記電子輸送層の厚みとしては、１０ｎｍ～２００ｎｍが好ましく、２０ｎｍ～８０ｎ
ｍがより好ましい。
【００５９】
　前記厚みが、１０００ｎｍを越えると駆動電圧が上昇することがあり、１０ｎｍ未満で
あると該発光素子の発光効率が非常に低下する可能性があり好ましくない。
【００６０】
７）電子注入層
　本発明おいては、電子輸送層と陰極の間に電子注入層を設けることができる。
　電子注入層とは、陰極から電子輸送層に電子を注入しやすくする層であり、具体的には
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フッ化リチウム、塩化リチウム、臭化リチウム等のリチウム塩、フッ化ナトリウム、塩化
ナトリウム、フッ化セシウム等のアルカリ金属塩、酸化リチウム、酸化アルミニウム、酸
化インジウム、又は酸化マグネシウム等の絶縁性金属酸化物等を好適に用いることができ
る。
　電子注入層の膜厚は０．１ｎｍ～５ｎｍが好ましい。
【００６１】
８）基板
　本発明に用いられる基板の材料としては、水分を透過させない材料又は水分透過率の極
めて低い材料が好ましく、また、前記有機化合物層から発せられる光を散乱乃至減衰等の
させることのない材料が好ましい。具体的例として、例えばＹＳＺ（ジルコニア安定化イ
ットリウム）、ガラス等の無機材料、ポリエチレンテレフタレ－ト、ポリブチレンテレフ
タレ－ト、ポリエチレンナフタレ－ト等のポリエステル、ポリスチレン、ポリカ－ボネ－
ト、ポリエ－テルスルホン、ポリアリレ－ト、アリルジグリコ－ルカ－ボネ－ト、ポリイ
ミド、ポリシクロオレフィン、ノルボルネン樹脂、およびポリ（クロロトリフルオロエチ
レン）等の合成樹脂等の有機材料、などが挙げられる。
　前記有機材料の場合、耐熱性、寸法安定性、耐溶剤性、電気絶縁性、加工性、低通気性
、又は低吸湿性等に優れていることが好ましい。これらの材料は、単独で使用してもよい
し、２種以上を併用してもよい。
【００６２】
　基板の形状、構造、大きさ等については、特に制限はなく、発光素子の用途、目的等に
応じて適宜選択することができる。一般的には、前記形状としては、板状である。前記構
造としては、単層構造であってもよいし、積層構造であってもよく、また、単一部材で形
成されていてもよいし、２以上の部材で形成されていてもよい。
【００６３】
　基板は、無色透明であってもよいし、有色透明であってもよいが、前記発光層から発せ
られる光を散乱あるいは減衰等させることがない点で、無色透明であるのが好ましい。
【００６４】
　基板には、その表面又は裏面（前記透明電極側）に透湿防止層（ガスバリア層）を設け
るのが好ましい。前記透湿防止層（ガスバリア層）の材料としては、窒化珪素、酸化珪素
などの無機物が好適に用いられる。該透湿防止層（ガスバリア層）は、例えば、高周波ス
パッタリング法などにより形成することができる。
　基板には、さらに必要に応じて、ハ－ドコ－ト層、およびアンダ－コ－ト層などを設け
てもよい。
【００６５】
９）電極
　本発明における一対の電極は、第１の電極よび第２の電極のいずれが陽極であっても陰
極であっても構わないが、好ましくは第１の電極が陽極であり、第２の電極が陰極である
。
【００６６】
　＜陽極＞
　本発明に用いられる陽極としては、通常、前記有機化合物層に正孔を供給する陽極とし
ての機能を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限はなく、発
光素子の用途、目的に応じて、公知の電極の中から適宜選択することができる。
【００６７】
　陽極の材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、有機導電性化合物、またはこ
れらの混合物を好適に挙げられ、仕事関数が４．０ｅＶ以上の材料が好ましい。具体例と
しては、アンチモンやフッ素等をド－プした酸化錫（ＡＴＯ、ＦＴＯ）、酸化錫、酸化亜
鉛、酸化インジウム、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化亜鉛インジウム（ＩＺＯ）等の
半導性金属酸化物、金、銀、クロム、ニッケル等の金属、さらにこれらの金属と導電性金
属酸化物との混合物または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリアニリ
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ン、ポリチオフェン、ポリピロ－ルなどの有機導電性材料、およびこれらとＩＴＯとの積
層物などが挙げられる。　
【００６８】
　陽極は例えば、印刷方式、コ－ティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリン
グ法、イオンプレ－ティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方
式、などの中から前記材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って前記基板上に形
成することができる。例えば、陽極の材料として、ＩＴＯを選択する場合には、該陽極の
形成は、直流あるいは高周波スパッタ法、真空蒸着法、イオンプレ－ティング法等に従っ
て行うことができる。また陽極の材料として有機導電性化合物を選択する場合には湿式製
膜法に従って行うことができる。
【００６９】
　陽極の前記発光素子における形成位置としては、特に制限はなく、該発光素子の用途、
目的に応じて適宜選択することができるが、前記基板上に形成されるのが好ましい。この
場合、該陽極は、前記基板における一方の表面の全部に形成されていてもよく、その一部
に形成されていてもよい。
【００７０】
　なお、前記陽極のパタ－ニングは、フォトリソグラフィ－法などによる化学的エッチン
グにより行ってもよいし、レ－ザ－などによる物理的エッチングにより行ってもよく、ま
た、マスクを重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法
により行ってもよい。
【００７１】
　陽極の厚みとしては、前記材料により適宜選択することができ、一概に規定することは
できないが、通常１０ｎｍ～５０μｍであり、５０ｎｍ～２０μｍが好ましい。
　陽極の抵抗値としては、１０３Ω／□以下が好ましく、１０２Ω／□以下がより好まし
い。
　陽極は、無色透明であっても、有色透明であってもよく、該陽極側から発光を取り出す
ためには、その透過率としては、６０％以上が好ましく、７０％以上がより好ましい。こ
の透過率は、分光光度計を用いた公知の方法に従って測定することができる。
【００７２】
　陽極については、沢田豊監修「透明電極膜の新展開」シ－エムシ－刊（１９９９）に詳
述があり、これらを本発明に適用することができる。耐熱性の低いプラスティック基材を
用いる場合は、ＩＴＯまたはＩＺＯを使用し、１５０℃以下の低温で製膜した陽極が好ま
しい。
【００７３】
　＜陰極＞
　本発明に用いることの出来る陰極としては、通常、前記有機化合物層に電子を注入する
陰極としての機能を有していればよく、その形状、構造、大きさ等については特に制限は
なく、発光素子の用途、目的に応じて、公知の電極の中から適宜選択することができる。
【００７４】
　陰極の材料としては、例えば、金属、合金、金属酸化物、電気伝導性化合物、これらの
混合物などが挙げられ、仕事関数が４．５ｅＶ以下のものが好ましい。具体例としてはア
ルカリ金属（たとえば、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、又はＣｓ等）、アルカリ土類金属（たとえばＭ
ｇ、Ｃａ等）、金、銀、鉛、アルミニウム、ナトリウム－カリウム合金、リチウム－アル
ミニウム合金、マグネシウム－銀合金、インジウム、及びイッテルビウム等の希土類金属
、などが挙げられる。これらは、単独で使用してもよいが、安定性と電子注入性とを両立
させる観点からは、２種以上を好適に併用することができる。
【００７５】
　これらの中でも、電子注入性の点で、アルカリ金属やアルカリ土類金属が好ましく、保
存安定性に優れる点で、アルミニウムを主体とする材料が好ましい。アルミニウムを主体
とする材料とは、アルミニウム単独、又はアルミニウムと０．０１質量％～１０質量％の
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アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属との合金若しくは混合物（例えば、リチウム－ア
ルミニウム合金、マグネシウム－アルミニウム合金など）をいう。
【００７６】
　陰極の材料については、特開平２－１５５９５号公報、特開平５－１２１１７２号公報
に詳述されていて、これらを本発明に適用することができる。
【００７７】
　陰極の形成法は、特に制限はなく、公知の方法に従って行うことができる。例えば、印
刷方式、コ－ティング方式等の湿式方式、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ－
ティング法等の物理的方式、ＣＶＤ、プラズマＣＶＤ法等の化学的方式、などの中から前
記材料との適性を考慮して適宜選択した方法に従って前記基板上に形成することができる
。
　例えば、前記陰極の材料として、金属等を選択する場合には、その１種又は２種以上を
同時又は順次にスパッタ法等に従って行うことができる。
【００７８】
　陰極のパタ－ニングは、フォトリソグラフィ－法などによる化学的エッチングにより行
ってもよいし、レ－ザ－などによる物理的エッチングにより行ってもよく、また、マスク
を重ねて真空蒸着やスパッタ等をして行ってもよいし、リフトオフ法や印刷法により行っ
てもよい。
【００７９】
　陰極の有機電界発光素子における形成位置としては、特に制限はなく、該発光素子の用
途、目的に応じて適宜選択することができるが、有機化合物層上に形成されるのが好まし
い。この場合、該陰極は、前記有機化合物層上の全部に形成されていてもよく、その一部
に形成されていてもよい。
　また、陰極と有機化合物層との間に前記アルカリ金属又は前記アルカリ土類金属のフッ
化物等による誘電体層を０．１ｎｍ～５ｎｍの厚みで挿入してもよい。
【００８０】
　陰極の厚みとしては、前記材料により適宜選択することができ、一概に規定することは
できないが、通常１０ｎｍ～５μｍであり、５０ｎｍ～１μｍが好ましい。
　陰極は、透明であってもよいし、不透明であってもよい。なお、透明な陰極は、前記陰
極の材料を１ｎｍ～１０ｎｍの厚みに薄く製膜し、更に前記ＩＴＯやＩＺＯ等の透明な導
電性材料を積層することにより形成することができる。
【００８１】
１０）保護層
　本発明において、有機ＥＬ素子全体は、保護層によって保護されていてもよい。
　保護層に含まれる材料としては、水分や酸素等の素子劣化を促進するものが素子内に入
ることを抑止する機能を有しているものであればよい。
　その具体例としては、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｕ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｎｉ等の金
属、ＭｇＯ、ＳｉＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＧｅＯ、ＮｉＯ、ＣａＯ、ＢａＯ、Ｆｅ２

Ｏ３、Ｙ２Ｏ３、ＴｉＯ２等の金属酸化物、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ等の金属窒化物、Ｍ
ｇＦ２、ＬｉＦ、ＡｌＦ３、ＣａＦ２等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレン
、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレア、ポリテトラフルオロエチレン、
ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオ
ロエチレンとジクロロジフルオロエチレンとの共重合体、テトラフルオロエチレンと少な
くとも１種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて得られる共重合体、共重
合主鎖に環状構造を有する含フッ素共重合体、吸水率１％以上の吸水性物質、吸水率０．
１％以下の防湿性物質等が挙げられる。
【００８２】
　保護層の形成方法については、特に限定はなく、例えば、真空蒸着法、スパッタリング
法、反応性スパッタリング法、ＭＢＥ（分子線エピタキシ）法、クラスターイオンビーム
法、イオンプレーティング法、プラズマ重合法（高周波励起イオンプレーティング法）、
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プラズマＣＶＤ法、レーザーＣＶＤ法、熱ＣＶＤ法、ガスソースＣＶＤ法、コーティング
法、印刷法、又は転写法を適用できる。
【００８３】
１１）封止
　さらに、本発明における有機電界発光素子は、封止容器を用いて素子全体を封止しても
よい。
　また、封止容器と発光素子の間の空間に水分吸収剤又は不活性液体を封入してもよい。
　水分吸収剤としては、特に限定されることはないが、例えば、酸化バリウム、酸化ナト
リウム、酸化カリウム、酸化カルシウム、硫酸ナトリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネ
シウム、五酸化燐、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化銅、フッ化セシウム、フッ
化ニオブ、臭化カルシウム、臭化バナジウム、モレキュラーシーブ、ゼオライト、および
酸化マグネシウム等を挙げることができる。不活性液体としては、特に限定されることは
ないが、例えば、パラフィン類、流動パラフィン類、パーフルオロアルカンやパーフルオ
ロアミン、パーフルオロエーテル等のフッ素系溶剤、塩素系溶剤、及びシリコーンオイル
類が挙げられる。
【００８４】
１２）素子の製造方法
　本発明における素子を構成する各層は、蒸着法やスパッタ法等の乾式製膜法、ディッピ
ング、スピンコ－ト法、ディップコ－ト法、キャスト法、ダイコ－ト法、ロ－ルコ－ト法
、バ－コ－ト法、グラビアコ－ト法等の湿式製膜法いずれによっても好適に製膜すること
ができる。
　中でも発光効率、耐久性の点から乾式法が好ましい。湿式製膜法の場合、残存する塗布
溶媒が発光層を損傷させるので好ましくない。
　特に好ましくは、抵抗加熱式真空蒸着法である。抵抗加熱式真空蒸着法は、真空下で加
熱により蒸散させる物質のみを効率的に加熱できるので、素子が高温に曝されないのでダ
メージが少なく有利である。
【００８５】
　真空蒸着とは真空にした容器の中で、蒸着材料を加熱させ気化もしくは昇華して、少し
離れた位置に置かれた被蒸着物の表面に付着させ、薄膜を形成するというものである。蒸
着材料、被蒸着物の種類により、抵抗加熱、電子ビーム、高周波誘導、レーザーなどの方
法で加熱される。この中で最も低温で成膜を行うのが抵抗加熱式の真空蒸着法であり、昇
華点の高い材料は成膜できないが、低い昇華点の材料であれば、被蒸着材料への熱ダメー
ジがほとんど無い状態で成膜を行うことができる。
【００８６】
　本発明における封止膜材料は、抵抗加熱式の真空蒸着で成膜し得ることを特徴とする。
従来用いられてきた酸化シリコン等の封止剤は昇華点が高く、抵抗加熱で蒸着することは
不可能であった。また、公知例に一般的に記載されているイオンプレーティング式などの
真空蒸着法は、蒸着元部が数千℃と超高温となるため、被蒸着材料に熱的な影響を与えて
変質させるため、特に熱や紫外線の影響を受けやすい有機ＥＬ素子の封止膜の製造方法と
しては適していない。
【００８７】
１３）駆動方法
　本発明における有機電界発光素子は、陽極と陰極との間に直流（必要に応じて交流成分
を含んでもよい）電圧（通常２ボルト～１５ボルト）、又は直流電流を印加することによ
り、発光を得ることができる。
【００８８】
　本発明における有機電界発光素子の駆動方法については、特開平２－１４８６８７号、
同６－３０１３５５号、同５－２９０８０号、同７－１３４５５８号、同８－２３４６８
５号、同８－２４１０４７号の各公報、特許第２７８４６１５号、米国特許５８２８４２
９号、同６０２３３０８号の各明細書、等に記載の駆動方法を適用することができる。
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【実施例】
【００８９】
　以下に、本発明について、実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００９０】
実施例１
　本発明の図６に示される構成のカラー表示装置の製造方法について、図面を用いて説明
する。図１０に段階的工程を示す。
（１）基板１上に、カラーフィルター層（ＣＦ層２）を形成する。このとき、各副画素部
に対応して、Ｒ副画素部にはＣＲ１、Ｇ副画素部にはＣＧ１、Ｂ副画素部にはＣＢ１、Ｗ
副画素部には更に３分割した各副副画素部に対応してＣＲ２，ＣＧ２，及びＣＢ２をパタ
ーニングする。パターニングの方法は感光性カラーレジストを用いたフォトリソグラフィ
ー法やカラーレジストを塗布するインクジェット製法の何れでも良い。
（２）上記ＣＦ層２の上面に透明電極４（ＩＴＯ、ＩＺＯ等より成る）を各副画素毎に電
気的に分離形成する。透明電極４のパターニングはシャドウマスクを用いた成膜製法や全
面成膜してフォトリソグラフィー法によるパターニングでも良い。
（３）上記透明電極４の上面に白色有機電界発光層５（白色ＯＬＥＤ）を形成する。白色
ＯＬＥＤは、少なくとも発光層を含む複数の有機層を有し、真空成膜製法や塗布製法の何
れによって形成しても良い。
（４）上記白色ＯＬＥＤの上面に光反射電極６として金属電極（Ａｌ、Ａｇ等）を真空成
膜製法で形成する。
（５）ＯＬＥＤ形成領域を封止し、各電極を外部の信号制御装置に接続する。
（６）上記Ｒ，Ｇ，Ｂ，Ｗ副画素からなる画素を複数配置することで表示面を形成し、各
副画素を選択的に発光させることで表示面に画像を形成する。
【００９１】
　通電により得られるＷ副画素からの発光は白色ＯＬＥＤ自体の分光特性とは異なり、Ｗ
副画素内のカラーフィルターＣＲ２，ＣＧ２，ＣＢ２の透過率に応じた分光特性が得られ
る。特に、Ｗ画素内にＲ，Ｇ．Ｂフィルターを備えた副副画素を構成にすることにより、
外光がＷ副画素内のカラーフィルターで吸収され、光反射電極面で光反射することによる
コントラストの低下が防止され、外光が射す環境下で表示画像面を観察しても黒色表示部
が明瞭な高品質の画像が観察できる。
【００９２】
実施例２
　本発明の図７に示される構成のカラー表示装置の製造方法について、図面を用いて説明
する。図１１に段階的工程を示す。
（１）基板１１上にカラーフィルターＣＦ層１２の形成工程は、実施例１におけるＣＦ層
２の形成と同様である。
（２）上記ＣＦ層１２上面に光半透過反射層１３を形成する。光半透過反射層１３は金属
薄膜（Ａｌ、Ａｇ等）や屈折率の異なる透明薄膜を積層する分布ブラッグ反射膜（ＤＢＲ
）の何れでも良い。
（３）上記光半透過反射膜の上面に、ＣＦ層１２のパターニングに応じて、Ｒ，Ｇ，Ｂに
よって膜厚の異なる光路長調整層１７を形成する。例えば、光半透過反射層１３と後述の
光反射電極１６との間でＲ光（λ＝６２５ｎｍ～７４０ｎｍ）、Ｇ光（λ＝５００ｎｍ～
５６５ｎｍ）、Ｂ光（λ＝４５０ｎｍ～４８５ｎｍ）に光学共振を発生する光学距離長Ｌ
（Ｌ＝λ／２＊ｍ、λ：出力波長、ｍ：自然数）の膜厚を形成する。光路長調整層１７の
材料は、透明な絶縁材料より形成され、無機材料でも有機材料でも良い。無機絶縁材料と
しては、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、ＳｉＮ等が好ましく用いられる。有機材料としては、ポリ
カーボネート、アクリレート、シリコーン等が好ましく用いられる。
（４）上記光路長調整層１７の上面に透明電極１４（ＩＴＯ、ＩＺＯ等より成る）を各副
画素毎に電気的に分離形成する。
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（５）実施例１の白色有機電界発光層５の形成工程（３）と同様にして白色有機電界発光
層１５を形成する。
（６）実施例１の光反射電極６の形成工程（４）と同様にして光反射電極１６を形成する
。
【００９３】
　通電により得られるＷ副画素からの発光は白色ＯＬＥＤ自体の分光特性とは異なり、Ｗ
副画素内のカラーフィルターＣＲ２，ＣＧ２，ＣＢ２の透過率に応じた分光特性が得られ
る。実施例１に対して、光学共振器構造を有することにより、各Ｒ，Ｇ，Ｂ副画素からの
発光強度が強まり、輝度が高まる。特に、Ｗ副画素内にＲ，Ｇ．Ｂフィルターを備えるこ
とにより輝度が低下するが、Ｗ副画素部のＲ，Ｇ，Ｂ副副画素にそれぞれ光学共振器構造
を導入したことにより、輝度低下が改良されるので、高輝度で且つ外光反射によるコント
ラストの低下を防止した高品質な画像が観察できる。
【００９４】
実施例３
　本発明の図８に示される構成のカラー表示装置の製造方法について、図面を用いて説明
する。図１２に段階的工程を示す。実施例１および実施例２は基板側に発光を取り出すボ
トムエミッション型であるが、透明電極／白色ＯＬＥＤ／金属電極の積層順を逆にし、上
面に基板に発光を取り出すトップエミッション型の態様例である。
（１）基板２１上に光反射電極２４、白色有機電界発光層２５、及び透明電極２６を順に
積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板２９上に、実施例１の（１）のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層
２３を形成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（２）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層２８を挟んで貼り合わせる。
【００９５】
実施例４
　実施例３に対して共振器構造を有するトップエミッション型態様である。図９に示され
る構成のカラー表示装置であって、図１３に段階的工程を示す。
（１）基板３１上に光反射電極３４、白色有機電界発光層３５、透明電極３６、光路長調
整層３７、及び光半透過反射層３２を順に積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板３９上に、実施例１の（１）のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層
３３を形成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（２）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層３８を挟んで貼り合わせる。
【００９６】
実施例５
　実施例４に対して別のトップエミッション型共振器構造態様のカラー表示装置の製造方
法について、図面を用いて説明する。図１４に示される構成のカラー表示装置であって、
図１５に段階的工程を示す。
【００９７】
（１）基板４１上に光反射層４４、光路長調整層４７、透明電極４６、白色有機電界発光
層４５、及び光半透過反射電極４２を順に積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板４９上に、実施例１の（１）のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層
４３を形成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（２）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層４８で挟んで貼り合わせる。
【００９８】
実施例６
　実施例１に対して光取出し構造を有する態様である。図１６に示される構成のカラー表
示装置の製造方法であって、図１７に段階的工程を示す。
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【００９９】
（１）基板５１上に、実施例１のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層５２を形成する。
（２）上記ＣＦ層５２の上面に光取出し構造層５１０を形成する。光取出し構造層５１０
は下記（Ａ）、（Ｂ）の何れによって形成しても良い。
（Ａ）透明レジスト（屈折率１．５）に１μｍ未満の微粒子（屈折率１．８）を分散した
層を塗布、硬化する。用いられる透明レジストは、ＣＦ層を形成する材料組成から色材の
みを除いた組成であり、微粒子はＩＴＯ、ＳｉＮ、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等である。
（Ｂ）透明レジスト（屈折率１．５）で１μｍ未満の孔または突起を周期配列パターニン
グする。その上面を光透過絶縁層ＳｉＮ（屈折率１．８）で被覆成膜して回折格子を形成
する。透明レジストは、ＣＦ層を形成する材料組成から色材のみを除いた組成であり、感
光性を有するのでフォトリソグラフィ法によって前記の周期配列パターニングが成される
。或いは、孔または突起を周期配列した原版を押圧して転写するレプリカ製法でも良い。
【０１００】
（３）上記光取出し構造層５１０の上面に実施例１の透明電極４と同様にして透明電極５
４を各副画素毎に電気的に分離形成する。
（４）上記透明電極５４の上面に実施例１の白色有機電界発光層５と同様にして白色有機
電界発光層５５（白色ＯＬＥＤ）を形成する。
（５）上記白色ＯＬＥＤの上面に実施例１の光反射電極６と同様にして光反射電極５６を
形成する。
【０１０１】
　光取出し構造層を設けることにより、ＣＦ層（屈折率１．５）と透明電極（屈折率１．
８）の屈折率差によって生じる面法線に対する全反射角度５６°以上の白色ＯＬＥＤ配光
成分を、ＣＦ層を通して基板外部の観察側に取出すことができ、輝度向上または省電力化
が得られる。
【０１０２】
実施例７
　実施例２に対して光取出し構造を有する態様である。図１８に示される構成のカラー表
示装置の製造方法であって、図１９に段階的工程を示す。
【０１０３】
（１）基板６１上に、実施例１のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層６２を形成する。
（２）上記ＣＦ層６２上面に実施例６の光取出し構造層５１０の形成と同様にして光取出
し構造層６１０を形成する。光取出し構造層６１０は実施例６に示す（Ａ）、（Ｂ）の何
れによって形成しても良い。
（３）上記光取出し構造層６１０上面に実施例２の光半透過反射層１３の形成と同様にし
て光半透過反射層６３を形成する。
（４）上記光半透過反射層６３の上面に、ＣＦ層６２のパターニングに応じて、Ｒ，Ｇ，
Ｂによって膜厚の異なる光路長調整層６７を実施例２の光路長調整層１７の形成と同様に
して形成する。
【０１０４】
（５）上記光路長調整層６７の上面に実施例１の透明電極４と同様にして透明電極６４を
各副画素毎に電気的に分離形成する。
（６）上記透明電極６４の上面に実施例１の白色有機電界発光層５と同様にして白色有機
電界発光層６５（白色ＯＬＥＤ）を形成する。
（７）上記白色ＯＬＥＤの上面に実施例１の光反射電極６と同様にして光反射電極６６を
形成する。
【０１０５】
実施例８
　実施例３に対して光取出し構造を有する態様である。図２０に示される構成のカラー表
示装置の製造方法であって、図２１に段階的工程を示す。
【０１０６】
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（１）基板７１上に光反射電極７４、白色有機電界発光層７５、及び透明電極７６を順に
積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板７９上に、実施例１のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層７３を形
成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記ＣＦ層７３上面に実施例６の光取出し構造層５１０の形成と同様にして光取出
し構造層７１０を形成する。光取出し構造層７１０は実施例６に示す（Ａ）、（Ｂ）の何
れによって形成しても良い。
【０１０７】
（４）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（３）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層７８で挟んで貼り合わせる。接着
層７８は透明樹脂接着剤（屈折率１．５）に１μｍ未満の微粒子（屈折率１．８）を分散
してなり、微粒子はＩＴＯ、ＳｉＮ、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等である。
【０１０８】
実施例９
　実施例４に対して光取出し構造を有する態様である。図２２に示される構成のカラー表
示装置の製造方法であって、図２３に段階的工程を示す。
【０１０９】
（１）基板８１上に光反射電極８４、白色有機電界発光層８５、透明電極８６、光路長調
整層８７、及び光半透過反射層８２を順に積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板８９上に、実施例１のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層８３を形
成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記ＣＦ層８３上面に実施例６の光取出し構造層５１０の形成と同様にして光取出
し構造層８１０を形成する。光取出し構造層８１０は実施例６に示す（Ａ）、（Ｂ）の何
れによって形成しても良い。
【０１１０】
（４）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（３）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層８８で挟んで貼り合わせる。接着
層８８は透明樹脂接着剤（屈折率１．５）に１μｍ未満の微粒子（屈折率１．８）を分散
してなり、微粒子はＩＴＯ、ＳｉＮ、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等である。
【０１１１】
実施例１０
　実施例５に対して光取出し構造を有する態様である。図２４に示される構成のカラー表
示装置の製造方法であって、図２５に段階的工程を示す。
【０１１２】
（１）基板９１上に光反射層９４、光路長調整層９７、透明電極９６、白色有機電界発光
層９５、及び光半透過反射電極９２を順に積層形成してＯＬＥＤ基板を用意する。
（２）別途、透明基板９９上に、実施例１のＣＦ層２の形成と同様にしてＣＦ層９３を形
成したカラーフィルター基板を用意する。
（３）上記ＣＦ層９３上面に実施例６の光取出し構造層５１０の形成と同様にして光取出
し構造層９１０を形成する。光取出し構造層９１０は実施例６に示す（Ａ）、（Ｂ）の何
れによって形成しても良い。
【０１１３】
（４）上記（１）のＯＬＥＤ基板と上記（３）のカラーフィルター基板の画素を相互に位
置合せして、各基板のデバイス形成面を対面させ接着層９８を挟んで貼り合わせる。接着
層９８は透明樹脂接着剤（屈折率１．５）に１μｍ未満の微粒子（屈折率１．８）を分散
してなり、微粒子はＩＴＯ、ＳｉＮ、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等である。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　本発明の表示装置は、携帯電話ディスプレイ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤ
Ａ）、コンピュータディスプレイ、自動車の情報ディスプレイ、ＴＶモニター、あるいは
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一般照明を含む広い分野で幅広い分野で応用される。
【符号の説明】
【０１１５】
　１，１１，２１，３１，４１，５１，６１，７１，８１，９１：基板
　２，１２，２３，３３，４３，５２，６２，７３，８３，９３：カラーフィルター層（
ＣＦ層）
　４，１４，２６，３６，４６，５４，６４，７６，８６，９６：透明電極
　５，１５，２５，３５，４５，５５，６５，７５，８５，９５：白色有機電界発光層
　６，１６，２４，３４，５６，６６，７４，８４：光反射電極
　４４，９４：光反射層
　２８，３８，４８，７８，８８，９８：接着層
　２９，３９，４９，７９，８９，９９：透明基板
　１３，３２，６３，８２：光半透過反射層
　４２，９２：光半透過反射電極
　５１０，６１０，７１０，８１０，９１０：光取出し構造層
　１７，３７，４７，６７，８７，９７：光路長調整層

【図１】
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